



これまでの酸化膜と単結晶 Siの接合に関する技術として SOI(Sion Insulator）基板と呼ばれ
るものがあり，この SOI基板の上層，数十マイクロメータのシリコン層を用いてデバイスが






















将来的には Si(OOI）面上に数ナノメートルの STOを成長し，その薄膜の上へ単結晶 Siの成
長させることを目的とするが，まずは市販の STO基板の上に単結晶 Siを成長することを試み


















回折点を蛍光板に映し出すことによって観察した。図 lと図 2に700°Cと800°Cで各 10分間
アニーリングしたときの回折図を示す。
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アニー リング前（左）と 800℃アニーリング後（右）の表面形態
RMS (root mean square）による表面粗さは，それぞれ0.28,0.21nmとほとんど変わらず，市
図4
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販の STO基板も 800°Cアニーリング後も充分に平らであることがわかる。この Iμ ×Iμの
AFM像では原子配置までわからないので，再構成面の語論をするときには，走査トンネル顕


















た。ただ， XPSにおける 500℃の化学シフトやRHEEDにおける 800℃での再構成面
の形成に関与しているか注意を払わなければならない。
④ STO基板最表面制御は Siをヘテロエピタキシャル成長させるために不可欠である。
現在，論文に記された Ti02の表面終端技術を評価中である。
(3）プロジェクト成果（特許，起業，技術移転等）
現段階は基礎研究に当たり，特許などの申請は無い。
(4）プロジェクト成果の応用・効果・構想（起業計画，市場での応用・効果，特許化構想、）
ホ食言す中
(5）利用施設
分子線エピタキシャル成長装置
材料表面分析装置
三次元表面形態測定装置
